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В данной работе исследовалась энергетическая релаксация электронов, разогретых сильным тянущим электрическим полем, в гетероструктурах AlGaN/GaN с двумерным электронным газом. Гетероструктуры выращивались методом молекулярно-лучевой (МЛЭ) из аммиака на подложках сапфира. Поверхность гетероструктур пассивировалась тонкой пленкой диэлектрика Si3N4 непосредственно в МЛЭ камере, затем на части гетероструктур диэлектрик удалялся жидкостным травителем.
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В работе измерялись и анализировались высокоскоростные вольт-амперные характеристики при приложении импульсного напряжения большой скважности (более 200) напряженностью до 500 кВ/см к образцу в виде полоски длиной от 4 до 1 мкм. Насколько нам известно, это значение напряженности электрического поля максимальное, достигнутое в подобных гетероструктурах. Насыщение электрического тока в обоих типах гетероструктур наблюдается при напряженности электрического поля менее 200 кВ/см. Из экспериментальных данных определены зависимости дрейфовой скорости от напряженности поля. В условиях насыщения электрического тока была оценена максимальная дрейфовая скорость электронов, которая равна 1.4(107 см/с and 2.0(107 см/с в пассивированных и непассивированных гетероструктурах, соответственно.а Полученные данные анализировались для определения времени и механизмов энергетической релаксации электронов, разогретых электрическим полем. Расчетные значения темпа неупругого рассеяния электронов на оптических фононах определены для электронной температуры, лежащей в диапазоне 1.8K<Te<260K. Электронная температура определялась методом сравнения зависимостей подвижности электронов от температуры и тянущего электрического поля. Было обнаружено, что пассивация поверхности гетероструктур увеличивает темп энергетической релаксации горячих электронов. 
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Рис. 1. Зависимость тока через пассивированную (Yes) и непассивированную (No) гетероструктуры AlGaN/GaN от импульсного напряжения при 77К. 









